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【はじめに】InGaAsSb をベースに含む InP 系

ダブルヘテロ接合バイポーラトランジスタ

(DHBT)は、InPコレクタによる高耐圧化と、正

孔濃度・組成傾斜ベースの適用による高速化が

可能であり[1,2]、数 V程度の高い耐圧と 1 THz

に迫る最大発振周波数(fmax)を両立させたデバ

イスの実現が期待される。DHBTの fmaxの向上

にはベースコンタクト抵抗の低減が有効であ

る。しかし、四元混晶 InGaAsSb に関しては、

固相組成などが金属電極とのコンタクト抵抗

に及ぼす影響についての報告は少ない。本報告

では、InGaAsSb 単層試料において、これらを

調査した結果について示す。 

【実験】およそ 50 - 150 nm の単層 C ドープ

InxGa1-xAs1-ySbyおよびGaAs1-ySbyを、半絶縁 InP

基板上に減圧 MOCVD により成長した。

ICP-AESおよびX線回折により見積もられた、

固相 Inおよび Sb組成(xおよび y)はそれぞれ、

0  x  0.26、0.18  y  0.49の範囲であった。

また正孔濃度(p)は、2.1 x 10
19

  p  7.9 x 10
19

 

cm
-3の範囲であった。電極間隔 5, 10, … 25 m

の TLMパターンを作製し、コンタクト抵抗率

(rC)を評価した。電子線ビーム蒸着により

Ti/Pt/Auおよび Pt/Ti/Pt/Au電極を堆積した。Ti

および Ptは 20 nm、Auは 200 nmとした。 

【結果と考察】電極を堆積後、熱処理を施して

いない状態 (As depo.)で測定した rC を、

InxGa1-xAs1-ySbyの固相 InおよびSb組成の和(x + 

y)に対してプロットした結果を図に示す。

Ti/Pt/Auおよび Pt/Ti/Pt/Au電極の両方において、

x + yの増大に伴い rCが増大する傾向にあった。

また、前者の電極構造の方が、rCが高くなる傾

向にあり、Tiと Ptの仕事関数差を反映したも

のと考えられる。これらの結果より、

InxGa1-xAs1-ySbyにおいては、固相 In および Sb

組成が小さいほど低コンタクト抵抗を実現し

やすいことが示唆された。すなわち、DHBTの

fmaxのさらなる向上のためには、エミッタ側で

In 組成の低い組成傾斜 InxGa1-xAs1-ySby を適用

し、かつベースコンタクト層に GaAs1-ySby (x = 

0)を適用するような構造が有効ではないかと

考えられる。 

[1] T. Hoshi et al, APEX 7, 114102 (2014). 

[2] N. Kashio et al., EDL 35, 1209 (2014). 

 

 

Fig. Specific base contact resistivity vs. the sum 

of the solid In and Sb contents (x + y) of 

C-doped InGaAsSb and GaAsSb. 
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